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Silizium-Foto-PIN-Diode

Anwendung: Ultra-schneller Foto-Detektor

Besondere Merkmale:

@ Kurze Ansprechzeiten @ Hermetisches Gehause

® Geringe Sperrschichtkapazitét @ GroBer Offnungswinkel

® Hohe Fotoempfindlichkeit @ Fiir die Bereiche der sichtbaren und der
@ Fiir Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb nahen infraroten Strahlung geeignet

@ Zur Kopplung an Glasfasern geeignet

Vorlaufige technische Daten
Abmessungen in mm

# 508 Planfenster £9.2 0,45

#8,12005 #6 ! Strahlungsempfindliche Flache
A =7,5mm?

Offnungswinkel @ = 100°
Minuspol/Kathode mit Geh&use verbunden

Strahlungsempfindliche Fli T 3'l"’ ~ JEDEC TO 56
aseme ohe 165 osaz Gewicht max. 1,0 g
Absolute Grenzdaten
Sperrspannung Ur 50 Y
Verlustleistung
Tamb =25°C PV 300 mw
Sperrschichttemperatur Tj 100 °C
Umgebungstemperaturbereich Tamb -25...+100 °C

$1.2.028/0481D
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S153P

Wirmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung

Optische und elektrische KenngréBen

Tamb = 25°C

Fotoelement-Betrieb (UgR=0)

Leerlaufspannung
Ep = 1Kkix")

Temperaturkoeffizient von Uy
Ep = 1kix)

KurzschluBstrom
Ep=1KiX"), R =100Q

KurzschluBempfindlichkeit

Temperaturkoeffizient von Ik
Ep = 1kix"), R_=1000Q

Sperrschichtkapazitét
Ur=0,f=1MHz,E=0
Fotodioden-Betrieb

Durchbruchspannung
hho=100pA E=0

Dunkelsperrstrom
Ug=10V,E=0

Hellsperrstrom
UR =5V, EA =1 le‘)

Absolute Empfindlichkeit
Ug=5V

Absolute spektrale Empfindlichkeit
Ug =5V, 4=900nm

Sperrschichtkapazitit
Ug=3V,f=1MHz,E=0

Rauschéquivalente Strahlungsleistung (NEP)

') Normlichtart A (DIN 5033/{EC 306-1)  *) AQL = 0,65%
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S153P

Schaltzeiten
Ug=10V,R_=1kQ
Einschaltzeit ton 50 ns
Ausschaltzeit toff 50 ns
Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb
Wellenldnge der maximalen Empfindlichkeit lp 900 nm
Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50 %) 10’5 500...1000 nm

f 802708 T 802707
Cj s(4)
f=1MHz
60 Tamb = 25 °C 500
pF mA /W / A
4 \
400
50 / |
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20 100
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S168 P

Silizium-Foto-PIN-Diode ._———_:

Anwendung: Schneller Foto-Detektor

Besondere Merkmale:
@ Kurze Ansprechzeiten @ Hohe Fotoempfindlichkeit

@ Geringe Sperrschichtkapazitat @ Fir Bereiche der sichtbaren und der nahen
infraroten Strahlung geeignet

Vorlédufige technische Daten
Abmessungen im mm

Planfenster r=—54+01

e |

‘ ’/ \ g
254 #4701 839%00s P ++ —
O lH=
=]
2,65 l=—127410 ~18 A2 DIN 41876

Strahlungsempfindliche Fliche 0s0s =~ JEDEC TO 18
Gewicht max. 0,5 g

#54+0: 8045%005

Strahlungsempfindliche Fliche A = 0,25 mm?
Offnungswinkel = 70°
Minuspol/Kathode mit Gehause verbunden

Absolute Grenzdaten
Sperrspannung Ur 32 \
Verlustleistung ’
Tamb =25°C Py 150 mwW
Sperrschichttemperatur T] 100 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -25...4+100 °C
Maximal zulassige Léttemperatur
t=3s Tsq) 245 °C
Wiarmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Rihia 350 K/W

') Abstand von der Aufsetzkante > 2 mm

S 1.2.009/0281 A1
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Optische und elektrische KenngroBen
Tamb = 25°C -
Fotodioden-Betrieb

Durchbruchspannung
IR=100uA, E=0

Dunkelsperrstrom
Ugr=5V,E=0

Hellsperrstrom
Up=5V,Ep=1kix")

Absolute spektrale Empfindlichkeit
Ug=5V, 4=850nm

Sperrschichtkapazitat
UgR=0V,f=1MHz

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit
Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50 %)

Schaltzeiten
Ug=5V,R =1kQ

Anstiegszeit
Abfallzeit

'y Normlichtart A (DIN 5033/IEC 306-1)
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Silizium-Foto-Lawinendiode

Anwendung: Breitband-Detektor fur Strahlungsmodulation schneller Signale, z.B. von Lasern und
GaAs-Lumineszenzdioden. Detektor fiir die Technik der optischen Nachrichteniibertragung
z.B. liber Glasfaserleitungen.

Besondere Merkmale:

® Hochempfindlicher, rauscharmer Foto- @ Verstarkungsbandbreiteprodukt gréBer als
Detektor fiir Strahlungsdemodulation 200 GHz
® Verstarkung gtdBer als 200 @ Mikrowellengehéduse

Vorléaufige technische Daten
Abmessungen in mm

Elementabdeckung 0,2 3,05¢0!
=0,3
Strahlungsempfindliche Fliche
K A
- 1,%710- 821015
e o.250m l Durchmesser der
Il nE— strahlungsempfindlichen Fidche
—wd 1,57101 fu— @ =02mm
3,27¢013 —= Offnungswinkel = 90°
3,55401 —m——tmi 0871
Absolute Grenzdaten
Verlustleistung
Tamb = 256°C Py 100 mw
Sperrschichttemperatur Tl 125 °C
Umgebungstemperaturbereich Tamb —65...+100 °C

$1.2.010/0281 A1
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S171P

Optische und elektrische KenngréBen Min. Typ. Max.

Tamb = 25°C -
Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50 %) 10’5 450...950 nm
Dunkelsperrstrom

M')=100,E=0 ho 1 5 nA
Durchbruchspannung

IR=10uAE=0 U(BR) 140 170 200 \
Temperaturkoeffizient von U(BR) TKuBR 0,20 %/°C
Wirkungsgrad

A=910nm 7 20 %
Verstarkungsbandbreiteprodukt Gg?) 200 GHz
Kapazitat

Ug=100V, f=1MHz Cp 0,85 1,0 pF
Serienwiderstand

f=1MHz rs 50 Q
Anstiegszeit

R =500 t 200 ps

') Der spannungsabhéngige Verstarkungsfaktor M ist definiert als Verhaltnis des Photostromes Iph bei Betriebssperr-
spannung zu dem Photostrom bei 10 V Sperrspannung.

2) Das Verstarkungsbandbreiteprodukt ist die Verstarkung M muiltipliziert mit der MeBfrequenz, wenn die Diode mit
Sperrspannung so betrieben wird, daB bei der gegebenen MeBfrequenz der maximale Verstarkungsfaktor vor-
handen ist.
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T@&.@%B&Em}elmmnic S$180D-S181D

Creative Technologien

Silizium-Mesa-Diode
Anwendung: Gleichrichter
Besondere Merkmale:
@ Glaspassivierte Sperrschicht @ Hermetisch dichtes Gehause
Abmessungen in mm

28<3,6 8103
Kathode 8 <0,82

it |

Sinterglasgehause
>26 <42 >26 SOD 57
Gewicht max. 0,16 g

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

$180D $181D
Periodische Spitzensperrspannung Ugrm 60 120 \
Sperrspannung Up 50 100 Vv
StoRdurchlaBstrom
t,= 10 ms leam 50 A
DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 1,2 leav 2 A
Sperrschichttemperatur T] 175 °C
Lagerungstemperaturbereich TMg -65....+175 °C
Maximale Wirmewiderstéinde
/=10 mm, T, =konstant Fig. 2 Riyua 45 K/W
auf Leiterplatte im Raster 256 mm  Fig. 3 Ryua 100 K/W
Kenngréfen Min. Typ. Max.
Tj= 25 °C, falls nicht anders angegeben
DurchlaRspannung
=1A U 1.1 \Y
Sperrstrom
U Ia 5 LA
Up T= 100 °C ) In 50 pA

T1.2/412.0788 D
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Silizium-Foto-PIN-Diode

Anwendung: Breitband-Detektor fiir Strahlungsmodulation schneller Signale, z.B. von Lasern und
GaAs-Lumineszenzdioden. Detektor fiir die Technik der optischen Nachrichteniibertragung
z.B. liber Glasfaserleitungen.

Besondere Merkmale:
@ Hochempfindlicher, rauscharmer Foto- ® Als Laserregeldiode geeignet
Detektor fiir Strahlungsdemodulation @ Mikrowellengehiuse
@ Anstiegszeit 200 ps

Vorliufige technische Daten
Abmessungen in mm

Elementabdeckung < 0.2 3,05¢0!

Strahlungsempfindliche Fliche

A
- —- £1,57+01 &2 015

J Durchmesser
o] |L0.2510 der strahlungsempfindlichen Fldche
@ =0,2mm
—= 11,5720 = Offnungswinkel
3,27t015 ——= a= 900

3,550 —=i osT1

Absolute Grenzdaten
Sperrspannung Ur 110 \
Verlustieistung

Tamb = 25°C Py 100 mw
Sperrschichttemperatur 'I'J 125 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —65...+100 °C

S1.2.011/0281 A1
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S181P

Optische und elektrische KenngréBen

Tamb = 25°C -
Durchbruchspannung
IR = 100 ,uAy E = 0 U(BR) 110
Dunkelsperrstrom
Ug=100V,E=0 ho 1 5
Absolute spektrale Empfindlichkeit
Ur =100V, 4=2800nm s(d) 0,36
Wellenldnge der maximalen Empfindlichkeit )'p 730
Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) ).0 5 550...910
Sperrschichtkapazitit
Ug=0V,f=1MHz Cj 0,85 1,5
Anstiegszeit
Ur=100V, R =50kQ & 200

? [T1

Ug=100 v

s(4)

rel
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Silizium-Foto-PIN-Diode t:

Anwendung: Ultra-schneller Foto-Detektor

Besondere Merkmale:
@ Kurze Ansprechzeiten bei kleinen @ Hermetisches Gehéduse
Spannungen mit Planfenster
@ Hohe Fotoempfindlichkeit @ Fiir die Bereiche der sichtbaren und der

@ Fiir Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb nahen infraroten Strahlung geeignet

Vorlédufige technische Daten
Abmessungen in mm

Planfenster —ﬁ 3,801

#5,4:018045%005
“
[y —o— o
¥ i
N

Strahlungsempfindliche Fiiche A = 0,64 mm?

#4,7-01 83,9005

p 4 —_— : Offnungswinkel « = 70°
Minuspol/Kathode mit Gehduse verbunden

=265 12,7+10 ~
Strahlungsempfindliche Fliche 1501 1:/}]5[)0E"\(l) ?["'08 zg

Gewichtmax.0,5g

Absolute Grenzdaten
Sperrspannung U 50 V.
Verlustleistung
Tamb <25°C Py 180 mw
Sperrschichttemperatur T] 100 °C
Umgebungstemperaturbereich Tamb -25...+100 °C
Wirmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung RihJA 400 KW

$1.2.008/0281 A1
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S191P

Optische und elektrische KenngréBen Min.

Tamp = 25°C .

Fotoelement-Betrieb (Ur=0)

Leerlaufspannung
Ep = 1kix") Uy)

Temperaturkoeffizient von Yy
Ep = 1kix") TKuo

KurzschiuBstrom

Ep=1kix"), R =100 Q i) 45
KurzschluBempfindlichkeit Sk 45
Temperaturkoeffizient von I

Ep=1kix"), R =100 Q TKik
Sperrschichtkapazitit

Ug=0,f=1MHz,E=0 Cj

Fotodioden-Betrieb
Durchbruchspannung

ho=100pA E=0 U(BR)') 50
Dunkelsperrstrom

Ugp=20V,E=0 ko™
Hellsperrstrom

Ug =5V, Eg=1mW/cmz2, R = 1000 hea) 3
Absolute spektrale Empfindlichkeit

Ug =20V, 4=900nm s(A)
Sperrschichtkapazitat

f=1MHz, Ug= 5V Cj

Ug=20V Ci
Schaltzeiten

Ur =20V, R|_ = 50 Q, siehe MeBschaltung
Anstiegszeit (.

Abfallzeit %
*)AQL = 0,65% ') Normlichtart A (DIN 5033/IEC 306-1)
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S191P

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb Min. Typ. Max.
Wellenldnge der maximalen Empfindlichkeit }'p 900 nm
Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) Aos 550...1000 nm

300 mA Q+20V
Q —  O— '™
Rg=500Q g?: f:’_ Laser ¥ == X PIN-Fotodiode
1,
+ =0.002 Kanal1 Oszilloskop
fp=0,1us —o R z1MQ
Kanasl il
C <20pF
an 0 ﬂso 0
801482
MeBschaltung
[TTTTTI 20 1483
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